A didédaszimulator 40 mV-ra csokkenti
a nyitoiranyu fesziiltségesést

A Si-diéddknédl fellépd 0,7 V-os
nyitéirdnytd fesziiltségesést csokkenteni
kell, ha nagyobb hatdsfokot kivinunk
elérni. Az 1. dbra diéda-szimuldtora 1 A-
es nyitoirdnyd dramerSsségnél 0,04 V-os
fesziiltségesést eredményez. Ezzel
mintegy tizedére csokkenti a hagyomai-
nyos diéda nyitéirdnyi fesziiltségesését.
Az 4ram normdl esetben az n-csatornds
ndvekményes MOSFET drainje (nyelGje)
fel6l a source-e (forrds) irdnysba folyik.

Az 1. 4brdn azonban 4ram az ellenkezd
irdinyba  folyik, amelyik ugyanolyan
irdny, mint a szerkezeti (instrinsic) diéda
nyitéirinya. Ha a source pozitivabb, mint
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a drain, a komparitor kinyitja az IRFZ40
tipusi FET-et. A nyitéirdnyd 0,04 V-os
fesziiltségesést akkor figyelhetjiik meg, ha
1 A folyik &t nyitéirdnyban a szimuldlt
diéddn. Ha a drain pozitivabb, mint a
source, az LM393-as komparétor kimene-
te ,alacsony” szintet vesz fel, eziltal
kikapcsolja a FET 4dramét. Ennek kovet-
keztében dram csak az egyik irdnyba
folyhat. A drain és a source kézotti fe-
sziiltség 0 és U—1,5 V kozott kell hogy
legyen, mert ennyi a kompardtor bemeneti
fesziiltségtartomédnya. A 210 kQ-os ellen-
llds a nyitott kollektoros komparitor
felhizéellendlldsa.
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1. &bra. 0,04 V-os nyitéiranyu fesziiltség-
es6s elérésére minddssze azt kell eldidéz-
ni, hogy az n-csatornis névekményes
MOSFET source-a iranyabél a drain felé
folyjon az aram.



